Resumen de tesis

El objetivo de esta tesis es la sintesis de peliculas delgadas de SnS
utilizando técnicas de bajo coste con el fin de fabricar células
solares con alta eficiencia.

Nuestra contribucidén radica en estudiar nuevos materiales susceptibles
de ser utilizados para aplicaciones fotovoltaicas, y que puedan ser
preparados con técnicas de bajo coste como la técnica de Pyrolysis de
Spray Quimico (CSP) y caracterizar algunos materiales elegidos para
este fin que ha sido el Sulfuro de Estarfio (SnS).

Se han fabricado células solares a partir de la disposicidn de capas:
Mo / SnS / Tampdén / 1i-zZnO / ZnO: Al / Al / Metal.

Las capas de buffer serian: In2S3 o CdS.

En la primera etapa hemos procedido a la optimizacidén de los
paradmetros de deposicidn de peliculas delgadas de SnS usando la
técnica de la Piolisis de Spray Quimico.

-Variacidén de la relacidn [S] / [Sn].
-Variacidén de la temperatura Ts del substrato.
-Variacién de la naturaleza del sustrato utilizando sustrato como:

vidrio simple, éxido de estafio de indio (ITO) y vidrio recubierto de
molibdeno.

Las fuentes de productos quimicos y disolventes utilizados son:

- Cloruro de dihidrato dihidratado (SnCl _ {2} 2 H {2} O) para
Tin (Sn).

-Thiourea (CS (NH _ {2}) _ {2}) para azufre (S).

- Agua destilada como disolvente de la soluciédn.

-Ethanol (10% de 50mL) con el fin de reducir la tensidén superficial
del agua que es 72Nm-1, para permitir la dispersidén de la solucidn
depositada sobre el sustrato facilmente.

En una segunda etapa se han dopado peliculas delgadas de SnS con algun
elemento en la tabla de Mendeleiev para modificar las propiedades
fisicas y quimicas de las peliculas. Los elementos quimicos utilizados
son: Plata (Ag'), Aluminio (Al°+), Hierro (Fe®+), Cobre (Cu®") vy
Antimonio (Sb®") como fuente de nitrato de plata (AgNO3), Cloruro de
aluminio (A1C13) (FeCl,-4H,0), Cloruro de Cobre (CuCl, y Cloruro de
Antimonio (SbCls).

Se han utilizado varias técnicas de caracterizacidn:

- Difraccidén de rayos X (XRD) para la estructura de las peliculas y
cristalinidad

-Raman Spectroscopy para la calidad de las peliculas

- Microscopia electrdnica de barrido (SEM) para morfologia
superficial



- Microscopia de Fuerza Atdmica (AFM) para topografia de superficie

Andlisis dispersivo de energia de rayos X (EDAX) adjunto a SEM para
la composicidén de la pelicula

-Espectrofotometria para la transmisidédn y la medicidn de la banda
de energia utilizando la trama de Tauc

- Técnica de punta-sonda para medicidn de resistividad con dopado
sSnsS

-Mott-Schottky para determinar el tipo de semiconductor y la
concentracidén de portadores

Los principales resultados obtenidos en esta tesis pueden resumirse
como sigue:

-Las peliculas delgadas mono-sulfuro (SnS) deben depositarse sobre
un sustrato de vidrio con [S] / [Sn] igual a una (1) y la temperatura
del sustrato igual a 350 ° C para obtener peliculas densas, bien
cubiertas y homogéneas sin agujeros Y grietas. Distancia entre la
boquilla al sustrato 25 cm, volumen pulverizado 5 ml, presidn de aire
0,7 bar y velocidad de pulverizacidén de 1,5 ml / min.

-Para peliculas dopadas por Plata y Aluminio, todas las peliculas
son estructura ortorrdmbica con (111) como pico principal. La intensidad
del pico principal aumenta cuando el porcentaje de elemento dopante
aumenta en la solucidén inicial sin ninguna fase secundaria para el
dopaje con Al y con Ag8SnS6 y Ag para el dopaje Ag. El andlisis de SEM
y AFM demuestra que el elemento dopante Ag no tiene efecto en la
morfologia y la topografia mientras que el dopaje Al actla sobre 1la
morfologia superficial produciendo una morfologia que presenta muchos
agujeros para muestras dopadas de 3% a 7%. EDAX destaca un aumento de
Ag en peliculas cuando la cantidad de Ag aumenta en la solucidn con S
/ Sn~0,98 cerca de 1 al 5% de porcentaje de dopado de Ag donde como
para el dopaje EDAX destaca la mejora de la estequiometria con un
aumento del ©porcentaje de Al Atdémica en peliculas cuando la
concentracidén de Al aumenta en la solucidédn inicial con S / Sn = 0, 99
al 10%. La medicidén de la separacidn de bandas eléctricas y de energia
muestra una disminucidén de la resistividad con porcentajes de Ag y Al
aumentando en la solucidn para alcanzar una resistividad relativamente
baja de 108Q.cm y 170Q.cm a 10, respectivamente y un aumento de la banda
de energia cuando el Ag y Al doping Elemento en la solucidn con 1.66eV
y 1.70eV para SnS dopado por Ag y SnS dopado por Al, respectivamente.



